MOS 37 RN GR 1A B R 517

LYCS28N6501 T1P &Y N 34)3& MOS 173 M R i e

1 FEmihid

LYCS28N650TT1P & —Fh A1) FH 37 R0 5 S 428 ] o v vt K/ NE 2 &

PRERAT, T N 4 1 B R

2 ZZKK 1ER

LYCS28N6501T1P 7 N 418 37 RN i AR B N R BB H FEHF R 72 b
HOCEE R A RN Bt A L2 Pl 5 4t v 15

WL Z7ZKK ER
3 4

® JFORIZR, HAFHIUSE;
® a TAEIXTE, iR E kL

o i UL

1B;
® B HURESS: 3 W,
® HiE (mg): 21.129+5;

4 FHREREFR

G Z%: QZJ840611. Q/RBJ1019QZ

J %%: Q/RBJ-GL-02]S

Tokgk J-: Q/RBJ-GL-02JS-12A

5 mAFEE

RKBUEEIE 1, BrAAMES, 7=25C.

<1

RAFEE

28A/650V

Ml

1T0-220

D

S

HL i 2

ZH

L

Ptotla
7=25C
W

Ptot2h VGS VDSS
7=25C
W vV |V

I,
1=25°C
A

g

]?th(j*C)

T/W

LYCS28N6501T1P

3.13

50 +30 | 650

28

-55~150

-55~150

2.5

“T>25°CIN, 4% 0. 025W/ CL ML,
"T>25°CHF, % 0. 4W/C L1tk i,

6 EEEFME

TR (BRAERAMESr, 7=25°C) W& 2.

RAS: V1.0




=] ]
MOS 3735 M. B A B R B =
<2 FEBEFFM
AeE
Fs S AR 15 M & 1 Bl
R/ME | B_BE  RXE
1 ?ﬁﬁﬁj—lgﬁ EEE V oo vss V=0V, ;=250 1 A 650 _ _ v
o ‘ s V=520V, V=0V — — 1.0 bA
2 T YR A FL YA -
Isso V=520V, V=0V, 7,=125°C — — 10 BA
Iss) V=30V, V=0V — — 100 nA
1 Vis==30V, V=0V — — -100 nA
3 *ﬂﬂ*&/ﬁﬁ%/}ﬁ ) GS DS 0
Isss V=30V, V=0V, 7,=125°C — — 1.0 BA
Isssa V=30V, V=0V, 7,=125C — — -1.0 BA
\ - Vst ek J2250uA | 2.0 | — | 40 |
Viscme o= Ves, 1,=250 B A, 7,==55°C 2.2 — 5.0 V
5 S LB Foston V=10V, 7,=14A — — 120 mQ
6 A ZARAE TE 1 Voo Ves=0V, I=1. 5A — - 1.5 \
C. V=100V, V=0V, =1. OMHz — 2 394 | 3 591 pF
7 HLZ Gy V=100V, V=0V, =1. OMHz — 89 132 pF
G V=100V, V=0V, =1. OMHz — 1.6 3.2 pF
Q. V=325V, 1,=14A, V=15V — 75 110 nC
8 =P Q.. Vis=325V, 1,=14A, V=15V — 13 18 nC
Qs V=325V, 1,=14A, V=15V — 22 30 nC
7 FFMERZ
7.1 AFE VT, LEE VAR 2R 7.2 LB VB AL 2R
20 30
—— Vgs=5.0V
- = - Vg=52V
== Ves=54V | |eeeememeeepmmmTT 24
Bl Vs=5.6V
_ e | 18
S’: 10 // g
//./;'/ - = = i e ] == = 12
/,;,’/ v Vis=3.0V
5 ,‘/ .
’ 0 1 2 3 4 5 00.0 14 2.8 42 56 7.0
Vos(V) Vis(V)
E 1 bRz 2 YRtk
7.3 V=V I, AR TR IERSRE GBI 7.4 QFE Vo HIASAL £k

A LI 7 IR AL T 2%

RAS: V1.0




A
b3

MOS 37 RN GR 1A B R 517

Vos=0V
T=25°C

7.5

20000

15000

10000

C(pF)

5000

.3 0.6 0.9 1.2

Vsp(V)

B 3 F R EFIEhL

V=0V I, CRE Vs 784k i 28

8 HMERST

—Cis
___C()SS
_-_-Crss
I
U
|
|
\
\
\\
N
\
0 = 20 4\0____6?)_ 80 100
Vis(V)
Bl 5 C-Vstritehzk
£
0w
g
o o
-
1 & 3
TR
—d ) L .
_I I I
[ ]I -lF-=
I
< I
L] L] I
Ll
il
—e ¥

10
8
6
S
é
4
V=325V
Iy=14A
2
0
0 12 24 36 48 60
0,(nC)
4 VGS_Og #%'l‘i HH?Z—
A
e

L ¢

: V1.0



é

MOS 37 RN GR 1A B R 517

. 2K
75 | BME | BRKE | /Y| ROME | BRKE
4 4.40 4.90 D, 9.00 9.45
A 2. 30 2. 80 E 9. 85 10. 45
4 2.55 2.85 e 2. 44 2. 64
b 0. 65 1. 00 L 12. 55 13. 65
b, 1.15 1. 70 L 2. 40 3.50
¢ 0. 40 0. 70 &P 3.15 3.75
D 15. 30 16. 40 Q 3. 00 3. 60

9 HANH
9.1 hEF%

AR p i UL VAR iy | EACE S SRR (PSP P S P E L PN CEb Uy & R il S (RS PN L
HAWENE L TP OREERAIPE R, iz B+ R A i 2 o R R OGN

& 6 1T0-220 M2 R~T &

FHE B 7 Fios .
PMOS
IN %] OUT
13l
R1
y &
s1
G
i
& 7 HAIFFCEES
9.2 EEMK
A [F I B S S ORI R . B TAE T UK X S, ‘&R N I RIME S 3E4T 2%

PEBOK, RSP BORER AL O, TG SR B B . B0 O B A He B
WK 8 AR

RAS: V1.0



A
e

MOS 37 RN GR 1A B R 517

Vsupply
RD
=
|

8 A AR
10 JEEEIW
PPN A B EST, P &0 R TR T T R
K= T RFRA, M7= RFIE SR 2 E SREANERR .

10. 1 PBEEI&IT
a) RESVETE N RIE SAUEE LA 2R R,
b) #efEAd N R KSR AN 150°C, FREEIR I AEIE-55C~125C,

10. 2 F=ERfE R FBGHR

a) BRfFNTETFEH 0 TAE & LiRdE;

b) BRI6 B 2% AN 28 L S B2 5

c) NEEBE T ABLaho] 2k, LRI i e H5 2 A i s

d) BROFIAER A2 AR A B pide ik R T A X 3 P 38 4 FH R 5 | S e

PR B2,

10. 3 F=mIEHE

S AE BN AE R, BEREEAE Sum~20um 2], RHEZH LS. B E
RGN N R AR (Y Pb63Sn37), LB S A 0. IR R IR
AN 220°C, SRR R 10s.
10. 4 FZEInTE

R AL U R P2 i N I AR AE IR R IR FE N 16°C~28°C, AHFHIEE N 30%~70%, J& [
PR Wl e o A= LT X R 1 2 s L

RAS: V1.0



MOS 37 RN GR 1A B R 517

11 AIRERVR RN
e uggza S AR A ””gjg;ﬁi (o FE
R | JFEE. ARSI = A P T PP
! b | g g, e | 0 SUREHRIE | SRBREIRE, | L e
o LR, RS EGRIL | A T
ke e
s | o | R WRIBIE | GBI | SR 1) | MDTRUER
7 T pesy S5 i i e THEK
R A B
N TRVEIF AR SHURRL | ABRERSE | 5. GEREA
W e Aotk | R
A THEIK
TR AR | BT eE | k. Wk, R |
1| mdRl | 2k, DT | ik, S | i) *miﬁ%%%
e MR T I H 4 s T INioE L "

12 £/ 58

WAL Frrg T RKIE X 2 IE S TP 13856 5 difE LAk

PR

WSS (Bl RAD
WS (AR PR
LSS (k. D
S (PUr. R

RAS: V1.0

R
HLi
LT
HLi
LT

0531-87316080 f£H.:
0531-86593275 fEH.:
0531-86593250 K :
0531-86593253 fEH.:
0531-86593150 &K :

0531-87316080
0531-86990345
0531-86990345
0531-86990345
0531-86990345



	1  产品概述
	LYCS28N650IT1P是一种利用电场效应来控制其电流大小的半导体器件，广泛应用于控制或电源电路
	2  ZZKK情况
	LYCS28N650IT1P型N沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发

	3  特性
	4  可提供质量等级
	5  最大额定值
	6  主要电特性
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	7  特性曲线
	7.1  不同VGS下，ID随VDS的变化曲线
	7.2  ID随VGS的变化曲线
	图1 输出特性曲线
	图2 转移特性曲线
	7.3  VGS=0V时，体二极管正向压降VSD随正向电流IS的变化曲线
	7.4  Qg随VGS的变化曲线 
	图3 体二极管特性曲线
	图4 VGS-Qg特性曲线
	7.5   VGS=0V时，C随VDS的变化曲线
	图5 C-VDS特性曲线
	8  外形尺寸
	9  典型应用
	9.1 功率开关
	9.2 信号放大

	10  注意事项
	产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑
	10.1 降额设计
	10.2 产品使用和防护
	10.3 产品焊接
	10.4 产品贮存

	11  可能的失效模式
	12  生产厂信息



